Примесная фотопроводимость эпитаксиальных пленок Pb1-xSnxTe
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[image: image1.emf]Твёрдые растворы на основе халькогенидов свинца, в том числе и PbSnTe, рассматривались, как перспективные материалы для создания приёмников, работающих в ТГц и суб-ТГц диапазонах, поскольку ширина запрещённой зоны в данных материалах варьируется в широком диапазоне в зависимости от стехиометрического состава раствора [1]. Однако, дефекты в этих материалах являются электрически активными, что приводит к высокой собственной концентрации носителей даже в нелегированных полупроводниках [1-3] и существенно мешает созданию приборов на их основе. Но выяснилось, что намеренное легирование халькогенидов свинца рядом примесей (в частности индием) приводит к стабилизации уровня Ферми, в том числе и в запрещённой зоне при некоторых составах растворов [3]. Это позволило использовать данные материалы в качестве приемников излучения терагерцевого (ТГц) и, даже, суб-ТГц диапазонов [4]. Тем не менее вопрос о природе состояний, энергия которых меньше ширины запрещенной зоны остается открытым.
В данной работе исследовались спектры фотопроводимости в эпитаксиальных плёнках Pb1-xSnxTe.
Исследуемые образцы были выращены методом молекулярно-пучковой эпитаксии в ИФП СОО РАН [5] на подложке BaF2(111), толщина плёнки – 1,9 мкм. Образцы были легированы индием. Исследования проводились на Фурье-спектрометре Bruker Vertex 70v при низких температурах. В качестве источника использовался глобар, в качестве светоделителя – Mylar Multilayer. Образцы размером 4×2 мм с полосковыми контактами размещались в проточном криостате Oxford Instruments OpistatCF, который устанавливался в спектрометр так, чтобы образец находился в фокусе пучка излучения. Рабочий диапазон системы составлял 30-680 см-1, спектральное разрешение – 4 см-1. Имелась функция дополнительной подсветки образца синим светодиодом.
 На рисунке 1 можно наблюдать характерный спектр фотопроводимости в данной структуре. В спектрах данного образца наблюдаются как особенности, связанные с межзонными переходами электронов, так и субщелевые особенности с максимумами на 300 см-1 (1) и 490 см-1 (2). Стоит отметить, что при увеличении температуры сначала красная граница сдвигается влево, в зону меньших энергий, а после T > 25 K – в обратном направлении. Это свидетельствует о сдвиге Бурштейна-Мосса, вклад которого уменьшается при повышении температуры из-за возрастающего темпа рекомбинации зарядов. Увеличение температуры приводит к «исчезновению» субщелевых особенностей при T1 ≥ 15 K и T2 ≥ 17 K соответственно.
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Рис. � SEQ Рисунок \* ARABIC �1� Спектры фотопроводимости в образце PbSnTe при различных температурах








